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Applications : WiHD, Automotive Radar Sensors.
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Le radar courte distance (Short-Range

o

_ = Cascode, paire
Pas =f(ldc) gitrerentielle...

Radar) est composé d’une multitude de
capteurs autour du véhicule fonctionnant *Grande surface occupee

a 79GHz, il permet : *Pertes d'insertion relativement importantes
une détection d’obstacle entre 15cm et *Pas dépendant du nombre de « portions »
30m, une détection angle mort, une aide "Large bande de fréquences

au stationnement...

*Gain en surface occupée

*Meilleur contréle du signal
possible

*Pas dépendant de Idc

*Bande de fréquences de largeur
réduite

Comparatif de deux implémentations possibles de la cellule de délai : solutions a base de lignes

commutées et solutions a base de transistors.
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